



EEE 215 - Teknologl Semlkqnduldor I
Masa : tgjfl{
ARAHAN KEPADA CALON:
Stla pastlkan bahawa kertas peperlksaan lnt mengandungt 6 muka surat
bercetak dan trNAIIGI soalian sebelum anda memulalsn pepertksaan tnt.
Jawab rnan:r -rnana LII\,IA (51 soalan.
Buat andatan untuk data tarrbahan, Jlkalau perlu.
Aglhan markah bagt setlap soalan dtberlkan dt sut gebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan.







Luldskan pandangan keratan (sectional vtew) JFET saluran-n
dengan dua elektrod get berstmetrt. TunJukkan arus-arus dan
batert-batert plncangan AT. Lulrrtskan satu raJah berastngan bagt
menunJukkan taburan cas laptsan susutan apabila Jepttan
(prnch-of0 berlaku.
(2Oo/ol
Lakarkan, ttdak menglkut skala, ctri-clrl I-V JFET saluran-n
apabtla VcS = O, -1, -2 dan -3V. Namakan kawasan-kawasan
berlalnan pada clrl-clrl ttu dan terangkan secara rlngkas.
{300/6)
(c) Settap Fp-I yang dlgunakan dalam RaJah I mempunyal parameter
rd = IOK dan grr, = 2rnAN. Luldskan lnar setara dan dapatkan vs/v1






(a) Untuk suatu pemuat MOS (Al
Jalur berikut:
pSt) luklskan gambaraJah
(l) Apabtla tlga bahan tersebut ttdak bersentuh,(t0 Apablla pimuat ttdak mempunyal voltan luaran,(llt) Apablla pemuat dalam keadaanJalur-data,(tv) Apabtla pemuat dalam adalah dalam penumpukan (ln
accumulatton) dan(v) Apabtla pemuat adalah pada permulaan penyongsangan
T\rnJukkan semua aras tenaga yang pentlng, voltan masukan dan
luaran, Jlkalau ada.
(50q6)
(b) Pada 3OQoK ktrakan voltan ambang (threshold volta$e) suatu MOST
saluran-n dengan get alumtnlum yang mempunyat ketebalan okstda
' loonm. Ketumpatan dopan substratum adalah 1916 56-3 danVyg
adalah -O.96v. (Data: €o = 8.85x tO-12 F.m-l €Stoo = 3.85, €sl=12'
nt (untuk Stl = L.4x loro sm-3 dan Oox = 1.6 x lO-8 C. sm-2 )'
Adakah MosT tnt ragam susutan (depletton) atau penlngkatan
(enhancement)?
(5006)
(d Luklskan gambaraJah lttar suatu penguat BJT pemancar sepunya
ptncang-sendlrt dengan masukan AU. Terangkan mengapa
pemuat-pemuat dlgunakan dalam lttar tnt.
(3006)





p untuk &lT yang dtgunakan dalam RaJah 3 adalah 1OO.
vBB 
= o.ru.
(t) Dapatkan voltan Vg1 dan V92.
(t0 Apakah ntlat bart. Rc f'ang menJadtkan VOt = O?
(50e6)
R4lah3
Dalam suatu lltar BJT apakah sebab-sebab bagl kettdakstabllan





(b) Untuk lttar-lttar dt bawah dapatkan faktor kestabtlan arus
(d" / EI"o) :(l) Lltar dua batert
{10 Litar plncangan tetap, dan(ffi) Lttar ptncangan pemungut-ke-tapak .
l3W/o)
Dalam Ralah 4 satu translstor siltkon dengan I = 45 dtgunakan ' dan
dalam keadaan tenang (qutescent condltlons) VcB = 5V.
Dapatkan (t) rrtangan R dan





5. (a) Lakarkan, tldak mengikut skala, ciri-ciri I-V untuk berikut:
(t) MOST saluran-n dengan VT = -5V dan
(10 MOSTsaluran-p denganVT= -lV.
TunJukkan operasl pada mod-mod (modes) yang berlalnan
(dl mana-marul yang sesual).
(2oo/ol
(b) Untuk MOST, takrfkan yang berikut dalam kawasan-kawasan
berlatnan:(t) Rlntangan keluaran (atau saluran) dan(lf) Tfanskealiran. (Tfansconductance).
Terangkan panJang saluran berkesan (effective channel length)
suatu MOST. Bagaimanakah ta mempengaruht ciri-ctrt I-V.
(3Oo/o)
(c) Untulr suatu penyongsang CMOS, bertkan yang berlkut:
(t) GambaraJah litar,(ff) Jadual kebenaran dengan keterangan,(ilf) Gambarqlah menghuratkan fabrlkaslnya.(lv) ksapan kuasa statik dan dlnamlk, dan(v) Kebatkan-kebatkan dan keburukan-keburukan.
(50%o)
6. Tultskan nota-nota ringkas mengenal mana-mana dua dari bertkut:
(i) Model Ebers-Moll &IT(lt) I(apasttor-kapasitor MOS pada frekuensl ttnggl, dan
(fli) KesanJasad (body effect) dalam MOST'
-6-
- *oop$-
(looo/o)
